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Корисна модель належить до технології виготовлення напівпровідникових матеріалів і може 
бути застосована у приладобудуванні та оптоелектроніці.  

Монокристали на основі сполуки Cd(1-x)Zn(x)Te(1-y)Se(y) (CZTSe) широко використовуються для 
детекторів іонізуючого випромінювання, в оптоелектроніці для створення бар'єрних структур та 
р-n переходів, для виготовлення сонячних перетворювачів, а також у спектрометрах [1–3]. Це 5 

можливо завдяки таким характеристикам як високий питомий опір, високий атомний номер, 
висока енергія зв'язку та регульована ширина забороненої зони в діапазоні 1,50-2,26 еВ 
залежно від концентрації Zn у сполуці. Однак, останні дослідження показують, що отримати 
високоякісні монокристали з x> 0,10 і рівномірним розподілом хімічних елементів є складним 
завданням. Це призводить до утворення у сполуці CZTSe таких структурних дефектів як 10 

неоднорідність розподілу компонентів в об'ємі матеріалу, наявність високої концентрації 
дислокаційних стінок у матриці сполуки, осади Te, механічні тріщини, двійники тощо [2–4], що, 
як результат, призводить до погіршення властивостей детекторів на їх основі. 

Незважаючи на те, що полікристалічні матеріали містять більше структурних дефектів, ніж 
монокристали, полікристалічні товсті плівки CZTSe також використовуються як матеріал для 15 

детекторів іонізуючого випромінювання, у сонячних перетворювачах тощо [6–9]. Це 
пояснюється здатністю виробляти недорогі плоско панельні прилади великої площі [8,10] на 
основі товстих плівок без точкових включень телуру з концентрацією цинку x> 0,10 та його 
рівномірним розподілом по об'єму [11].  

Відомий спосіб отримання полікристалічних плівок CdZnTe, який полягає в тому, що як 20 

вихідний матеріал для сублімації використовується подрібнений порошок полікристалу CdZnTe 
з 10 масовими відсотками Zn, при цьому при подальшому зростанні плівки температура 
випарника та підкладки складає 600 ℃і 500, відповідно [12]. 

Недоліком цього способу є недостатня керованість процесу, що не дозволяє отримати 
напівпровідниковий матеріал з наперед заданими властивостями.  25 

Найбільш близьким до запропонованого винаходу є спосіб отримання кадмій (Cd)1-x цинк 
(Zn)x телурової (Te) плівки зі змінною шириною забороненої зони, який полягає у тому, що для 
отримання вихідного матеріалу невелику кількість Cd змішують з Zn при використанні 
полікристалічного або монокристалічного диска 1-xZnxTe, при цьому для зростання плівки на 
скляних підкладках зі струмопровідним шаром SnO2:F температура випарника змінюється у 30 

діапазоні 550-650 °C, а температура підкладки у діапазоні 300-500 °C [13]. 
Цей спосіб має недостатню керованість процесу, в результаті якого отримують неоднорідні 

за хімічним складом напівпровідникові матеріали.  
Задачею корисної моделі є створення способу отримання товстих полікристалічних плівок 

CZTSe з підвищеним вмістом Zn методом термічного випарування у квазізамкнутому об'ємі, в 35 

якому можна отримувати більш структурно досконалі і композиційно однорідні за хімічним 
складом матеріали з наперед заданими властивостями.  

Поставлена задача вирішується тим, що у способі отримання товстих полікристалічних 
плівок Cd(1-x)Zn(x)Te(1-y)Se(y) з підвищеним вмістом Zn, який складається з сублімації порошків 
вихідних матеріалів шляхом термічного вакуумного напилення у квазізамкнутому об'ємі на 40 

скляні підкладки зі струмопровідним шаром, згідно з корисною моделлю, використовують 
порошки напівпровідникових сполук CdTe, ZnTe, ZnSe, або CdSe, при цьому співвідношення 
мас порошку телуриду кадмію та порошків зі вмістом цинку змінюють у діапазонах (30-90 мг ÷ 
10-70 мг), відповідно, струмопровідний шар на підкладці сформований зі сполуки (In2O3):(SnO2), 
а умови зростання плівок є однаковими: температура підкладки складає 400 °C, а температура 45 

випарника 700 °C.  
Таким чином, спосіб отримання товстих полікристалічних плівок Cd(1-x)Zn(x)Te(1-y)Se(y) з 

підвищеним вмістом Zn (≥20 ат. %) методом вакуумного термічного випарування у 
квазізамкнутому об'ємі, що заявляється, у сукупності з усіма істотними ознаками, включаючи 
відмінні, забезпечує високу однорідність та якість кристалів отриманих плівок, які мають 50 

підвищений вміст цинку, його рівномірний розподіл по об'єму, а також відсутність включень 
вторинних фаз на поверхні. 

Спосіб пояснюється фігурами, де: 
на фіг. 1 показано електронно-мікроскопічні знімки поверхні плівок CZT з різною 

концентрацією вмісту цинку 21 ат. % (CZT1); 55 

на фіг. 2 показано електронно-мікроскопічні знімки поверхні плівок CZT з різною 
концентрацією вмісту цинку) 23 ат. % (CZT2); 

на фіг. 3 показано електронно-мікроскопічні знімки поверхні плівок CZT з різною 
концентрацією вмісту цинку) 34 ат. % (CZT3);  
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на фіг. 4 показано електронно-мікроскопічні знімки поверхні плівок CZT з різною 
концентрацією вмісту цинку) 40 ат. % (CZT4); 

на фіг. 5 показано раманівські спектри від зразків CZT(1-4);  
Приклад конкретного виконання способу. 
Готують шихту напівпровідникових сполук CdTe та ZnTe у співвідношеннях мас, які 5 

знаходяться у діапазонах 30-90 мг для телуриду кадмію, та 10-70 мг для цинк телуру, 
відповідно. Далі для отримання сполуки CdZnTe отриману шихту кладуть на випарник, який по 
периметру повністю закритий округлою стінкою, що створює квазізамкнутий об'єм. Зверху на цю 
конструкцію кладуть підкладку зі струмопровідним покриттям (In2O3):(SnO2). Для початку 
процесу росту плівок у системі відкачують вакуум з показником тиску залишкових газів не вище 10 

5×10–3 Па. Далі при досягненні підкладкою температури 400 °C, а випарника 700 °C, 
починається процес росту плівки з підвищеним вмістом цинку. Для сполук CZTSe відбувається 
аналогічний процес, де в початкову шихту для сублімації, окрім сполук CdTe та ZnTe, додають 
порошок селену, або напівпровідникові сполуки на основі з'єднань селену і основних 
компонентів CZT.  15 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Спосіб отримання товстих полікристалічних плівок Cd(1-x)Zn(x)Te(1-y)Se(y) з підвищеним вмістом Zn, 
який включає сублімацію порошків вихідних матеріалів шляхом термічного вакуумного 
напилення у квазізамкнутому об'ємі на скляні підкладки зі струмопровідним шаром, який 50 

відрізняється тим, що використовують порошки напівпровідникових сполук CdTe, ZnTe, ZnSe 
або CdSe, при цьому співвідношення мас порошку телуриду кадмію та порошків зі вмістом цинку 
змінюють у діапазонах 30-90 мг:10-70 мг, відповідно, струмопровідний шар на підкладці 
сформований зі сполуки (In2O3):(SnO2), а умови росту плівок є однаковими: температура 
підкладки складає 400 °C, а температура випарника - 700 °C. 55 
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